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(54)【発明の名称】 ＴＦＴ型液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】多結晶珪素膜を用いたＴＦＴ型液晶表示装置の
微細化・高密度化を実現するためのトランジスタの構造
および製造方法を提供する。
【解決手段】第１の半導体層12の表面に第１の絶縁膜14
とその上にゲート電極15を形成し、ゲート電極15を覆う
ように第２の絶縁膜16を形成し、前記第１および第２の
絶縁膜14,16の一部を開口して、第１の半導体層12の一
部と接続した第２の半導体層17を形成し電界効果（ＭＩ
Ｓ）型半導体トランジスタとする。１つのゲート電極15
の上下に並列にトランジスタを効率よく形成することが
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】第１の半導体層の表面に第１の絶縁膜とそ
の上にゲート電極が形成され、前記ゲート電極を覆うよ
うに第２の絶縁膜が形成され、前記第１および第２の絶
縁膜の一部を開口して、第１の半導体層の一部と接続し
た第２の半導体層が形成されて電界効果（ＭＩＳ）半導
体型トランジスタが形成されていることを特徴とする薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）型液晶表示装置。
【請求項２】第１の半導体層を形成し、前記第１の半導
体層の表面に第１の絶縁膜を形成し、次いでゲート電極
を形成し、前記ゲート電極を覆って第２の絶縁膜を形成
し、前記第１および第２の絶縁膜の一部を開口し、前記
開口部で第１の半導体層と接続して第２の半導体層を形
成して電界効果（ＭＩＳ）半導体型トランジスタとした
ことを特徴とする薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の製造方
法。
【請求項３】第１の半導体層と第２の半導体層が多結晶
珪素膜で形成された請求項２に記載の製造方法。
【請求項４】第１および第２の半導体層として非晶質珪
素膜を形成した後、エキシマレーザの照射によって、前
記第１および第２の非晶質半導体膜を多結晶珪素膜にす
る請求項２に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）型液晶表示装置およびその製造方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）型液
晶表示装置はパーソナルコンピュータおよび電子式カメ
ラ等に広く使用され、その使いやすさからさらに使用環
境が広がり、高密度・高性能であるものが要求されてい
る。また、さらなる特性向上のため、非晶質珪素膜を用
いたトランジスタから多結晶珪素膜を用いたトランジス
タへと開発が進み、近年では周辺回路を取り込んだＮチ
ャンネル型トランジスタとＰチャンネル型トランジスタ
を併せ持つ相補型電界効果半導体（ＣＭＯＳ）型のもの
が主流になりつつある。
【０００３】以下図面を参照しながら、上記した多結晶
珪素膜を用いた従来のＴＦＴ型液晶表示装置の製造方法
の場合を例にして説明する。
【０００４】図２（ａ）～（ｃ）は従来の多結晶珪素膜
を用いたＴＦＴ型液晶表示装置の製造方法の概略を示す
断面図である。ＴＦＴ素子の形成は、まずガラス基板１
の表面に約６０ｎｍ厚さの多結晶珪素膜パターン２とそ
の表面に約１００ｎｍ厚さのゲート絶縁膜３を形成した
のち（図２（ａ））、約３００ｎｍ厚さのアルミニュー
ム（Ａｌ）膜で、トランジスタのゲート配線パターン４
を形成し、イオン注入方法でゲート絶縁膜３を通して多
結晶珪素膜に燐を約３×１０15個／ｃｍ2注入して、Ｎ
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チャンネルトランジスタのソース・ドレイン５を形成す
る（図２（ｂ））。その後、層間絶縁膜として、二酸化
珪素膜６を約３５０ｎｍ厚さに形成し、配線接続のため
のコンタクト穴７と配線電極８を所定のパターンにエッ
チング形成することにより形成されていた（図２
（ｃ））。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
ような製造方法では、微細化、高密度化のためにＭＩＳ
型トランジスタのサイズを小さくしたときに、構成され
ている半導体回路を正常に動作させるためのトランジス
タの電流値を大きくとることができず、半導体回路が正
常に動作しなくなってしまうという問題を有していた。
【０００６】本発明は、前記従来の問題を解決するた
め、ゲート電極に相対する部分の半導体層を上下二層に
形成することにより、微細化および高密度化のためにＭ
ＩＳ型トランジスタの平面的な寸法を小さくしても、ト
ランジスタに流れる電流特性を確保することができ、半
導体回路を構成する面積を小さくすることによって、高
集積のＴＦＴ型液晶表示装置及びその製造方法を提供す
ることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）型液晶表示装
置は、第１の半導体層の表面に第１の絶縁膜とその上に
ゲート電極が形成され、前記ゲート電極を覆うように第
２の絶縁膜が形成され、前記第１および第２の絶縁膜の
一部を開口して、第１の半導体層の一部と接続した第２
の半導体層が形成されて電界効果（ＭＩＳ）半導体型ト
ランジスタが形成されていることを特徴とする。
【０００８】次に本発明の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
の製造方法は、第１の半導体層を形成し、前記第１の半
導体層の表面に第１の絶縁膜を形成し、次いでゲート電
極を形成し、前記ゲート電極を覆って第２の絶縁膜を形
成し、前記第１および第２の絶縁膜の一部を開口し、前
記開口部で第１の半導体層と接続して第２の半導体層を
形成して電界効果（ＭＩＳ）半導体型トランジスタとし
たことを特徴とする。
【０００９】前記方法においては、第１の半導体層と第
２の半導体層が多結晶珪素膜で形成されていることが好
ましい。
【００１０】また前記方法においては、第１および第２
の半導体層として非晶質珪素膜を形成した後、エキシマ
レーザの照射によって、前記第１および第２の非晶質半
導体膜を多結晶珪素膜にすることが好ましい。
【００１１】本発明によれば、１つのゲート電極の上下
に並列にトランジスタを効率よく形成することができ
る。また、本発明は上記した構成によって、微細化、高
密度化のためにＭＩＳ型トランジスタのサイズを小さく
しても、１つのゲート電極の上下に並列にトランジスタ
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が形成されていることにより、半導体回路を正常に動作
させるためのトランジスタの電流値を大きくとることが
できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下本発明の一実施例のＴＦＴ型
液晶表示装置および製造方法について図面を参照しなが
ら説明する。
【００１３】図１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例に
おけるＴＦＴ型液晶表示装置の製造方法の概略を示す断
面図である。ＴＦＴ素子の形成は、まずガラス基板１の
表面に第１の半導体層として約５０ｎｍ厚さにプラズマ
化学蒸着（ＣＶＤ）方法で非晶質珪素膜１２を形成し
た。その後、真空排気中で約４５０℃、１時間の熱処理
を行って非晶質半導体層１２中に取り込まれている水素
の量を減少させた。次に、エキシマレーザを照射して前
記第１の非晶質珪素膜１２を多結晶珪素膜にした。次
に、前記の多結晶珪素膜を所定のパターンにエッチング
形成した。その後、プラズマＣＶＤ方法で約１００ｎｍ
厚さの二酸化珪素膜を形成して第１のゲート絶縁膜１４
とした。しかる後、約２００ｎｍ厚さのクロム（Ｃｒ）
膜でトランジスタのゲート電極配線パターン１５を形成
した。その後、イオン注入方法でゲート絶縁膜１４を通
して多結晶珪素膜に燐を約３×１０15個／ｃｍ2注入し
て、Ｎチャンネルトランジスタのソース・ドレイン１３
を形成した。その後、ゲート電極配線パターン１５を覆
うように第２のゲート絶縁膜１６をプラズマＣＶＤ方法
で約１００ｎｍ厚さに形成し、フォトリソグラフ方法で
前記Ｎチャンネルトランジスタのソース・ドレイン１３
部分の表面の、第１のゲート絶縁膜１４と第２のゲート
絶縁膜１６を開口した（図１（ａ））。
【００１４】次に、第２の半導体層として約５０ｎｍ厚
さの非晶質珪素膜１７を形成し、その後、真空排気中で
約４５０℃、１時間の熱処理を行って非晶質半導体層１
７中に取り込まれている水素の量を減少させてから、エ
キシマレーザを照射して前記第２の非晶質珪素膜１７を
多結晶珪素膜にした。その後、第２の半導体層１７を所
定のパターンにエッチング形成し、第２の半導体層をＮ
チャンネルトランジスタにするための、ソース・ドレイ
ン部分をフォトリソグラフ方法で開口し、イオン注入方
法で第２の半導体層１７に燐を約３×１０15個／ｃｍ2

注入して、Ｎチャンネルトランジスタのソース・ドレイ
ン１８を形成した（図１（ｂ））。
【００１５】その後、層間絶縁膜として、二酸化珪素膜
１９を約３５０ｎｍ厚さに形成し、配線接続のためのコ
ンタクト穴２０と配線電極２１を所定のパターンにエッ
チング形成した（図１（ｃ））。
【００１６】図１（ｃ）に示すように、ゲート電極１５
に相対する部分の半導体層を、第１の半導体層１２と第
２の半導体層１７の上下二層に形成することにより、微
細化および高密度化のためにＭＩＳ型トランジスタの平*
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*面的な寸法を小さくしても、トランジスタに流れる電流
特性を確保することができ、半導体回路を構成する面積
を小さくすることによって、高集積のＴＦＴ型液晶表示
装置を実現することができた。より具体的には、従来と
同じ電流値である場合、寸法は約１／２に小型化でき
る。
【００１７】なお、発明の実施の形態において、第１お
よび第２の半導体層をプラズマＣＶＤ方で非晶質珪素膜
を形成後、エキシマレーザ等により多結晶化したが、こ
れに限定されるものではなく、多結晶珪素膜を直接形成
しても効果は同じであり、二層でなく３層以上の複数の
半導体層で形成しても同様である。また、ゲート配線の
材料をＣｒ膜としたが、これに限定されるものではな
く、第二層目以降のプロセス形成温度に影響を受けない
高融点金属膜たとえば、タングステン（Ｗ）、モリブデ
ン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）あるいはそれらのシリサ
イドもしくは合金であっても効果は同じである。また、
形成するトランジスタをＮチャンネル型としたが、これ
に限定されるものではなく、Ｐチャンネル型のトランジ
スタであっても同様であり、注入される硼素及び燐等の
不純物および注入量も限定されるものではない。
【００１８】
【発明の効果】以上のように本発明は上記した構成によ
って、ゲート電極に相対する部分の半導体層を上下二層
に形成することにより、微細化および高密度化のために
ＭＩＳ型トランジスタの平面的な寸法を小さくしても、
トランジスタに流れる電流特性を確保することができ、
半導体回路を構成する面積を小さくすることによって、
高集積のＴＦＴ型液晶表示装置を実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例におけるＴＦＴ型液晶表示装
置の製造方法の説明図
【図２】従来のＴＦＴ型液晶表示装置の製造方法の説明
図
【符号の説明】
１  ガラス基板、
２  多結晶珪素膜
３  ゲート絶縁膜
１２  第１の半導体層
１４  第１のゲート絶縁膜
４，１５  ゲート配線パターン
１６  第２のゲート絶縁膜
１７  第２の半導体層
５，１３，１８  Ｎチャンネル型トランジスタのソース
・ドレイン
６，１９  二酸化珪素膜
７，２０  コンタクト穴
８，２１  配線電極
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